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Высокая термическая устойчивость, боль-
шие значения диэлектрической проницаемости 
и относительная простота технологических 
процессов выращивания пленок ряда оксидов 
редкоземельных элементов делают их перспек-
тивными для получения изолирующих слоев в 
схемах микроэлектроники. В частности, акту-
альной задачей для высокотемпературной элек-
троники на основе карбида кремния является 
разработка стабильных высококачественных 
диэлектрических слоев, в том числе на основе 
оксидов эрбия.  

Известно, что структурные дефекты полу-
проводниковой подложки, проникающие при 
последующем высокотемпературном техноло-
гическом процессе в тонкую пленку, выращи-
ваемую на этой подложке, способны значи-
тельно ухудшить характеристики приборов. 
Одним из способов уменьшения этого влияния 
является создание пористой прослойки между 
подложкой и эпитаксиальным слоем.  

В настоящей работе рассматриваются свой-
ства тонких пленок оксида эрбия на кристалли-
ческой подложке SiC с буферным слоем por-SiC 
в зависимости от параметров формирования 
этих пленок. Оксидные пленки эрбия получали 
окислением тонких металлических пленок Er с 
применением быстрого термического отжига 
(БТО) при Т=400°C в течение 1, 3 и 5 с. 

 
 
 
 

На основании анализа поверхности образ-
цов было установлено, что диаметр пор в бу-
ферном слое por-SiC составляет ~ 30 нм, а ок-
сидная пленка имеет островковый характер. 
Характерные  размеры островков лежат в пре-
делах 110-500 нм. При увеличении времени 
окисления структура пленки становится более 
однородной. Увеличение времени БТО приво-
дит к уменьшению коэффициента поглощения 
спектральном интервале 400-800 нм. Такое 
уменьшение коэффициента поглощения для 
окисляемых пленок эрбия обусловлено ростом 
толщины оксидной пленки по отношению к 
недоокисленному металлическому слою.  

Анализ профилей распределения элементов 
в структурах SiC/por-SiC/ErOx, полученных ме-
тодом электронной Оже-спектроскопии пока-
зал, что при увеличении времени БТО состав 
оксидной пленки приближается к стехиометри-
ческому (NO/NEr≈1,6–1,7). Толщина оксидного 
слоя составляет 80-100 нм. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
для получения равномерных по толщине слоев 
оксида Er, состав которых был бы близок к сте-
хиометрическому, необходима дополни-
тельная термообработка. 
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